
１．図 1 について，以下の問に答えよ． 

(1) 下線部に回路名を記入せよ． 

(2) 図中の（ ）内に端子の記号を記入せよ． 

(3) 直流電源 VCCとエミッタの矢印を記入せよ． 

(4) これは PNP か NPN か．：      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) VBEの端子から左を見た回路を描き，IBを V S，R S，VBB，V BEを用いて表せ．また，数値を

代入した式を求めよ（数値を代入した式には単位を付けること!!）． 

[VBEの端子から左を見た回路]   [記号で表した式]   [数値を代入した式 3 個] 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) (5)で求めた式で V S=-1，0，+1 としたグラフを図 2 の入力特性の中に描き，対応する動作点

Q’，Q，Q’’を図 2 中に記入せよ．これから下の場合におけるベース電流 IBを求めよ． 

V S=-1V の場合（Q’）における IB： 

V S= 0V の場合（Q）における IB： 

V S= +1V の場合（Q’’）における IB： 

(7) VCEの端子から右を見た回路を描き，ICを V CC，R L，VCEを用いて表せ．また，数値を代入した

式を求めよ（数値を代入した式には単位を付けること!!）． 

[VCEの端子から右を見た回路] [記号で表した式]  [数値を代入した式]  

 
 
 

 

 

 
 

 

(8) (7)で求めた式のグラフを図 3 の出力特性の中に描き，対応する動作点 Q’，Q，Q’’を図 3 中に記入

せよ．これから下の場合におけるコレクタ電圧 VCEとコレクタ電流 ICを求めよ． 

V S=-1V の場合（Q’）における VCE：         IC： 

V S= 0V の場合（Q） における VCE：         IC： 

V S= +1V の場合（Q’’）における VCE：         IC： 

 

(9) (8)の結果から電圧増幅度 AV=（VCEの振幅）/（V Sの振幅）および電流増幅度 AI=（ICの振幅）/

（IBの振幅）を求めよ． 
 

電圧増幅度 AV = ――――――― = 

 

 

電流増幅度 AI = ――――――― = 
 

(10)  (7)で求めた式は何と呼ばれるか．：             

 

２．図 4 の回路について，以下の問いに答えよ． 

(1) この FET は何チャネルの何型 FET か．  

 

 

(2) 図 4 の VGSを VDD，ID，および抵抗の記号を用いて表せ

また，各素子値を代入した式も求めよ． 
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図 3 出力特性 
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図 2 入力特性 
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図 1      接地         

V S=-1： 

V S=0 ： 

V S=+1： 図 4 FET のバイアス回路 
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(3) 図 5 は VGS－ID特性である．(2)で得られた式の

グラフを図 5中に記入し，動作点Qを書き込め．

また，無信号時の VGSと IDを求めよ． 

 

 

VGS＝ 

 

ID ＝ 

 

 

 
 

 

 

 

 

３．図 6 の回路名を下線部に書き，以下の問いに答えよ．但し，電

源は VDD＝10V，VSS＝-5V とする． 

(1) 回路名を下線部に書け． 

(2) しきい値電圧 V Tは何 V か． 

 

 

 

 

(3)  VGS1と VGS2を式で表し，V1＝10V のときと-5V のときの値

をそれぞれ求めよ． 

VGS1： VGS2： 

 

 

 

 

 

(4) 下の表を埋めよ．但し，Q1，Q2との欄はオンなら○で

オフなら×で記入せよ． 

V1 VGS1 VGS2 Q1 Q2 V2 

-5V      

10V      

 

(5) 図 7のような入力電圧を加えた場合の出力電圧を図 7

中に描け． 

 
 

 

 

 

 

４．図 8 について，以下の問いに答えよ． 

(1) 下線部 3 箇所に名称を書き，図中の括弧内に端子の名称を記入せよ． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 同図(a) 中に ID=0 にするように VGSを記入して，チャネル内に電子を●で正孔を○で，その動き

を矢印で記入し，動作を説明して IDが流れなくなる理由を述べよ．  

 

 

 

 

 

(3) 同図(b) 中に IDを流すように VGSを記入して，チャ

ネル内に電子を●で正孔を○で，その動きを矢印で記

入し，動作を説明して IDが流れる理由を述べよ． 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 図 9 に図 8(a)と(b)の VGS -ID特性を描け．但し，図

8(a)の特性は実線で，図 8 (b)の特性は破線で描け． 

(5) 図 8(a)と(b)の回路記号をそれぞれ図 10 の(a)と(b)

に描け． 
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図 8   形チャネル MOSFET の構造 
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図 10 図 8 の回路記号 
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図 9 VGS -ID特性 
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